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In molecular adhesion bonding and de-bonding of two 
structures (200, 220) at a bonding interface (224), bonding is 
achieved using a structure (200) containing a component which 
can diffuse towards the interface and de-bonding is achieved 
by heat treatment to diffuse the component towards the 
interface to make it fragile. Preferably, the component is 
hydrogen implanted into one or both structures or hydroxy 
molecules contained in a PECVD surface oxide layer (206). 
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PROCEDE DE TRAITEMENT POUR LE COLLAGE MOLECULAIRE ET LE DECOLLAGE DE DEUX 
STRUCTURES. 



Procede de traitement pour le collage de deux struc- 
tures (200, 220) par adhesion moleculaire selon une interfa- 
ce de collage (224) et le decollage desdites structures selon 
ladite interface de collage. 
Conformernent a I'invention: 

- on utilise pour le collage au moins une structure (200) 
contenant un element susceptible de diffuser vers Tinterface 
de collage, 

- on effectue, pour le decollage, un traitement thermique 
pour faire diffuser ledit element vers I'interface de collage 
(224) pour la fragiliser. 

Application a la fabrication de dispositifs a circuits inte- 
gres. 
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PROCEDE DE TRAITEMENT POUR LE COLLAGE MOLECULAIRE ET LE 
DECOLLAGE DE DEUX STRUCTURES 

Domaine technique 
5 La presente invention concerne un precede de 

traitement pour le collage par adhesion moleculaire et 
le decollage de deux structures. 

On entend par structure toute piece de 
micromecanique, d'optique integree, ou de 

10 microelectronique susceptible d'etre associee a une 
autre piece par collage. Une telle structure peut etre, 
par exemple, un substrat ou une plaque de support 
equipes ou non de composants electroniques, optiques ou 
mecaniques . 

15 Par ailleurs, le collage par adhesion 

moleculaire est compris comme un collage qui met en 
oeuvre une interaction entre les terminaisons chimiques 
presentes sur les surfaces des structures mises en 
contact . 

20 L ' invention trouve des applications notamment 

dans la fabrication de dispositifs a circuits integres. 
En effet, dans certains procedes de fabrication, les 
plaquettes de semi-conducteur contenant des circuits 
integres doivent etre solidarisees avec des substrats 

25 de rigidite, puis desolidarisees en fin de traitement. 

Etat de la technique anterieure 

Comme evoque ci-dessus, et en particulier dans 
des applications de microelectronique concernant la 
30 fabrication de circuits de puissance, les tranches de 
semi-conducteur comportant des circuits electroniques 
integres se presentent sous la forme de plaquettes 
minces et de grandes dimensions. A titre d f exemple, on 
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utilise des plaquettes d'un diametre de quatre pouces 
(-10cm) avec une epaisseur inferieure a 200 ym. 

Les equipements standards de fabrication de 
dispositifs de microelectronique, tels que les 
5 photorepeteurs par exemple, ne sont pas adaptes au 
traitement de plaquettes aussi minces. De plus, les 
plaquettes de semi-conducteur minces presentent une 
grande fragilite. Cette fragilite est dif f icilement 
compatible avec des etapes de manipulation, et 
10 notamment de manipulation par des equipements de 
traitement automatises . 

Une plaquette mince ou une couche superf icielle 
d'un substrat comportant ou non des circuits integres 
peut etre collee sur un support de traitement encore 
15 appele "substrat poignee". Le substrat poignee lui 
confere alors une resistance mecanique suffisante pour 
tous les traitements et manipulations envisages. 

Les figures 1 a 3 annexees, decrites ci-apres, 
illustrent a titre d'exemple un transfert d'une couche 
20 mince comprenant des circuits integres. 

La couche mince, reperee avec la reference 10 
sur la figure 1, est initialement solidaire d'un 
substrat 12, dit substrat d'origine. Elle comporte des 
composants et des circuits electr-oniques integres non 
25 representes. 

Le substrat d'origine 12 et la couche mince 
superf icielle 10 sont reportes sur un substrat poignee 
14 en collant la couche mince superf icielle sur le 
substrat poignee. La structure ainsi obtenue est 
30 representee a la figure 1.. 

Le substrat d'origine est ensuite elimine par 
un procede tel que la rectification ou le clivage, par 
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attaque chimique et/ou par polissage pour obtenir la 
structure de la figure 2. 

La couche mince 10 comprenant les circuits 
integres, est desormais collee, a l'envers, sur le 
5 substrat poignee 14 . Le substrat poignee conf ere ainsi 
a cette couche la rigidite necessaire pour d'autres 
operations ou traitements de fabrication. 

Dans une derniere etape, representee a la 
figure 3, la couche mince 10 contenant les circuits 

10 electroniques est transferee vers un substrat cible ou 
substrat de destination 16 sur lequel elle est 
def initivement f ixee . 

Apres la fixation sur le substrat de 
destination 16, la couche mince 10 est separee du 

15 substrat poignee 14. Aussi, le substrat poignee 14 est 
represents en trait discontinu sur la figure 3. 

Un tel procede est decrit de fagon plus 
detaillee dans le document (1) dont la reference est 
indiquee a la fin de la presente description. 

20 Le collage de la couche mince 10 sur le 

substrat poignee 14 jseut etre effectue, par exemple, a 
froid au moyen d'une colle appropriee. Le collage est 
alors reversible et la separation de la couche mince 10 
du substrat poignee est possible. -Toutefois, l f adhesion 

25 obtenue entre la couche mince 10 et le substrat poignee 
14 peut etre insuf f isante , notamment pour des 
traitements ulterieurs a haute temperature. En 
particulier, la colle n'est pas capable de supporter 
des temperatures elevees. 

30 De plus, la matiere (colle) ajoutee pour le 

collage risque de provoquer une contamination 
metallique ou organique des pieces collees lors de 
traitements ulterieurs . 
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Pour eviter ces inconvenients, on privilegie le 
collage par adhesion moleculaire qui ne met pas en 
oeuvre de colle ou de matiere ajoutee. Le collage par 
adhesion moleculaire entre deux structures comporte 
5 pour l'essentiel quatre etapes qui sont indiquees ci- 
apres . 

Une premiere etape comporte la preparation des 
surfaces des structures destinees a etre mises en 
contact. L'obtention d'un collage moleculaire de 

10 qualite necessite le controle de parametres importants 
tels que la rugosite des surfaces, qui doit etre de 
preference inferieure a 0,5 nm (5A) , en valeur 
quadratique moyenne, 1 1 absence de poussieres 
(particules >0,2pm) sur les surfaces, la planeite des 

15 surfaces a mettre en contact et l'etat chimique de ces 
surfaces . 

La premiere etape comporte ainsi, pour 
l'essentiel, un nettoyage des surfaces des structures a 
coller afin d ' en eliminer les particules etrangeres et 

20 de rendre ces surfaces hydrophiles. 

La figure 4*- montre une structure pour le 
collage comportant un substrat de silicium 20 dont on a 
rendu une surface 22 hydrophile. La surface 22 presente 
une premiere couche hydrophile - 24 constitute pour 

25 l'essentiel de groupes chimiques Si-OH et une (ou 
plusieurs) couche d'eau H2O 26 adsorbee sur la couche 
hydrophile 24. 

Une deuxieme etape comporte la mise en contact 
des surfaces hydrophiles des deux structures a coller. 

30 Cette mise en contact permet de rapprocher suffisamment 
les couches d f eau adsorbees sur les structures pour que 
celles-ci entrent en interaction. L'attraction qui 
s'exerce entre les molecules d'eau se propage de proche 
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en proche sur 1' ensemble de la surface de chaque 
structure. Les surfaces en contact sont alors collees 
dans leur ensemble. 

La mesure de l'energie du collage par une 
5 methode d' insertion de lame donne une valeur de 1 ' ordre 
de 0,15 J/m 2 . Une telle valeur est typiquement celle 
d'une adhesion de type hydrogene entre les deux couches 
d'eau, respect ivement de chaque structure. 

Le document (2) dont la reference est indiquee 
10 a la fin de la presente description est cite comme une 
illustration de la methode d' insertion de lame. 

Une troisieme etape comporte un traitement 
thermique de solidification de 1' adhesion. 

Le traitement thermique permet, jusqu'a une 
15 temperature de 1 1 ordre de 200°C / d'eliminer les couches 
d'eau entre les structures assemblies. 

L' adhesion des structures a alors lieu par des 
liaisons de groupes OH, entre les couches de groupes 
chimiques Si-OH respect ivement de chaque structure. On 
20 rappelle que la couche de groupes Si-OH est indiquee 
avec la reference ^*24 sur la figure 4. De cette 
interaction resulte une diminution de la distance des 
deux structures en contact et la mise en interaction de 
groupes OH supplementaires . L-energie du collage 
25 augmente ainsi pour des temperatures de traitement de 
200°C a 900°C. 

Enfin, une eventuelle quatrieme etape comprend 
un traitement thermique a plus de 900°C. Lors de cette 
etape, les groupes Si-OH en interaction evoluent vers 
30 des liaisons de type Si-O-Si, beaucoup plus fortes. On 
observe alors une tres forte augmentation de l'energie 
de liaison. 
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Le graphique de la figure 5 indique en ordonnee 
l'energie de liaison par unite de surface, entre les 
structures collees par adhesion moleculaire, en 
fonction de la temperature de traitement. Les energies 
5 de liaison sont exprimees en J/m 2 et les temperatures 
en °C . 

Des regions 32, 33 et 34 de la courbe du 
graphique se rapportent aux deuxieme, troisieme et 
quatrieme etapes du procede de collage et correspondent 

10 respectivement a une interaction de type hydrogene 
entre les films d'eau, une interaction hydrogene entre 
groupes OH (reference 24) puis une interaction de type 
Si-O-Si. Une description plus detaillee du collage de 
plaquettes de silicium peut etre trouvee dans le 

15 document (3) dont la reference est indiquee a la fin de 
la presente description. 

On peut noter que pour des temperatures de 
traitement superieures a 600°C, il devient impossible 
de redecoller les deux structures assemblies sans leur 

20 faire subir des degradations importantes. 

Lorsque les *- structures assemblies sont des 
plaquettes de silicium, des energies de liaison 
superieures a 2 J/m 2 peuvent etre obtenues. Ces 
energies sont ainsi de I'ordre de -grandeur des energies 

25 de cohesion du materiau silicium. 

II apparait immediatement que si un collage 
moleculaire est mis en oeuvre dans un procede de 
transfert tel qu'illustre par les figures 1 a 3, il est 
impossible de detacher le substrat poignee de la couche 

30 mince par des forces mecaniques, sans detruire la 
couche mince ou le substrat poignee . 

Ainsi, la separation de la couche mince du 
substrat poignee a lieu par elimination du substrat 
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poignee. Le substrat poignee est elimine par exemple 
par rociage et/ou par abrasion mecano-chimique . 

Dans ce cas, le procede de transfert d'une 
couche mince necessite le sacrifice d f un substrat 
5 poignee pour chaque couche mince traitee. Ce sacrifice 
represente egalement un cout industriel important. 

Expose de 1 ' invention 

La presente invention a pour but de proposer un 
10 traitement pour le collage de deux structures 

permettant, non seulement d ! obtenir un collage 

moleculaire tres resistant des deux structures, mais 

permettant egalement de decoller les structures selon 

1' interface de collage. 
15 Un but de 1' invention est egalement de proposer 

un traitement permettant un decollage qui n'abime pas 

les structures assemblies. 

Pour atteindre ces buts, 1' invention a plus 

precisement pour objet un procede de traitement pour le 
20 collage de deux structures par adhesion moleculaire 

selon une interface- de collage, et le decollage 

desdites deux structures selon ladite interface de 

collage . 

Conformement a 1' invention; 
25 — on utilise, pour le collage, au moins une structure 
contenant au moins un element susceptible de diffuser 
dans ladite structure vers 1' interface de collage, et 
— on effectue, pour le decollage, un traitement 
thermique avec un budget thermique suffisant pour 
30 faire diffuser ledit element vers 1' interface de 

collage pour la fragiliser. 

On entend par element susceptible de diffuser 
tout element, simple ou compose, present 
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intrinsequement ou incorpore, volontairement ou 
involontairement; dans le materiau, capable de migrer 
dans le materiau vers 1' interface de collage, pour 
reagir avec celui-ci. Cet element est alors apte a 
modifier cet interface au cours du traitement thermique 
et a conduire a la separation des deux parties de part 
et d' autre de 1' interface. Cette separation peut etre 
assistee par une phase gazeuse qui se forme 
eventuellement a l 1 interface au cours du traitement 
thermique . 

Par ailleurs, on entend par budget thermique, 
la somme des traitements thermiques effectues et 
definis par un couple temps/temperature applique a la 
structure . 

Ainsi, le traitement thermique apte a decoller 
les deux parties (de part et d* autre de 1" interface de 
collage) peut tenir compte de traitements thermiques 
anterieurs au decollage subis par les structures 
assemblies . 

Selon une mise en oeuvre particuliere du 
procede, on peut e£fectuer, avant le collage, une 
implantation d'hydrogene dans au moins 1 1 une des 
structures, 1 1 hydrogene formant ledit element 
susceptible de diffuser dans la structure. 

L ' implantation est effectuee, par exemple, dans 
du silicium avec une dose comprise entre 10 16 et 5.10 16 
(H + /cm 2 ) et une energie comprise entre 20 et 500 KeV. De 
preference, la dose peut etre de l'ordre de 3.10 16 
ions/cm 2 et 1' energie d 1 implantation de l'ordre de 
70 KeV. La dose depend des conditions d' implantation et 
en particulier de la temperature de la structure 
pendant 1' implantation. 
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Selon une variante, on peut aussi utiliser au 
moins une structure comprenant une couche superf icielle 
d'oxycie formee par un depot chimique en phase vapeur 
assiste par plasma et contenant des molecules OH, 
5 lesdites molecules OH formant 1' element susceptible de 
dif f user - 

Le traitement thermique pour le decollage peut 
etre effectue a une temperature comprise entre 600 et 
1 350°C par exemple pour le silicium. Pour de 

10 l'arseniure de gallium (A s G a ) cette temperature est 
choisie plutot de l'ordre de 200 a 600°C. Pour le 
carbure de silicium (Sj.C) la temperature est choisie de 
600°C jusqu'a la temperature de fusion qui est 
superieure a 1 350°C 

15 Le traitement thermique peut avoir lieu, par 

exemple, sous des lampes de chauffage ou dans un four. 

Les structures a assembler peuvent etre des 
structures en un seul materiau massif mais peuvent 
aussi etre des structures multicouches contenant des 

20 zones ayant ete traitees ou pas. 

Le caractere*- multicouche des structures peut 
avantageusement engendrer des contraintes internes qui 
favorisent la separation des structures lors de l'etape 
de decollage. 

25 De la meme fagon, on peut preparer, avant le 

collage, la surface d ! au moins une des structures a 
assembler pour y pratiquer un relief. Ce relief permet 
egalement de faciliter la separation des structures 
lors du decollage. 

30 Enfin, pour favoriser encore le decollage, on 

peut exercer sur les structures des forces exterieures 
de separation. II s ! agit, par exemple, de forces de 
traction ou de flexion exercees sur les structures ou 
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encore des forces de cisaillement provoquees par 
1 ! insertion d 1 une lame au niveau de 1' interface entre 
ies structures. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
5 1' invention ressortiront mieux de la description qui va 
suivre, en reference aux figures des dessins annexes. 
Cette description est donnee a titre purement 
illustratif et non limitatif. 



10 Breve description des figures 

- La figure 1, deja decrite, est une coupe 
schematique d'une structure comprenant une couche mince 
sur un substrat, dit substrat d'origine, assemblee avec 
un autre substrat, dit substrat poignee. 

15 - La figure 2, deja decrite, est une coupe 

schematique du substrat poignee sur lequel est collee 
la couche mince. 

- La figure 3, deja decrite, est une coupe 
schematique de la couche mince reportee sur un substrat 

20 dit substrat de destination. 

- La figure 4- est une coupe schematique d'une 
structure preparee pour un collage moleculaire. 

- La figure 5 est un graphique exprimant 
1 % energie de liaison entre deux - structures lors des 

25 etapes d'un collage moleculaire. 

- La figure 6 est une coupe schematique d'une 
structure comprenant une plaquette de silicium et 
illustre la preparation de cette structure pour un 
collage moleculaire conforme a 1' invention. 

30 - La figure 7 montre en coupe la structure de 

la figure 6 collee sur une autre structure comprenant 
une plaquette de silicium. 
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- Les figures 8 et 9 montrent en coupe les 
structures assemblies de la figure 7, et illustrent une 
etape de traitement pour le decollage, conforme a 
1 1 invention . 

5 - La figure 10 montre en coupe un autre 

assemblage obtenu par collage moleculaire de deux 
structures, conformement a 1' invention. 

- La figure 11 montre en coupe 1' assemblage de 
la figure 10 lors d ' un traitement pour le decollage, 

10 conformement a 1' invention. 



Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 
15 1 ' invention 

La figure 6 montre une structure 100 destinee a 
un collage par adhesion moleculaire conforme a 
1 1 invention . 

La structure 100 comporte une plaque de 
20 silicium 102 recouverte d'une couche d'oxyde de 
silicium super ficiell^e 104. 

Une couche d'hydrogene 106 implantee, est 
formee par implantation d'ions hydrogene dans la plaque 
de silicium 102 a travers la couche d'oxyde 104. La 
25 couche d'hydrogene, implantee a une energie de 1 1 ordre 
de 70 KeV, presente, dans cet exemple, une 
concentration de 3.10 16 ions/cm 2 , une epaisseur de 
400 nm et est enterree a une profondeur de 1' ordre de 
300 nm sous la surface superieure 110 de la structure 
30 100. (Les figures ne sont pas a l'echelle et ne 
respectent pas ces proportions). 

Par hydrogene, on entend les especes gazeuses 
constitutes soit sous leur forme atomique (par exemple 
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H) ou sous leur forme moleculaire (par exemple H 2 ) ou 
sous leur forme ionique (H + , H 2 + , . . . ) ou sous leur 
forme isotopique (Deuterium) ou isotopique et ionique. 

Si necessaire, la surface 110 de la structure 
5 100 est ensuite nettoyee afin de la rendre hydrophile 
et exempte de particules. Un film d'eau (non represents 
sur la figure) est forme sur la surface 110. 

Une faible rugosite peut egalement etre 
conferee ou conservee a la surface 110 de la structure 
10 100. 

Comme le montre la figure 7, la structure 100 
est ensuite assemblee avec une deuxieme structure 120. 
La deuxieme structure comporte une plaque de silicium 
122, dont la surface en contact avec la structure 100, 
15 a egalement avantageusement subi un nettoyage pour la 
rendre hydrophile . 

La reference 124 designe 1 ' interface entre les 
structures 100 et 120 assemblies. 

Les structures subissent ensuite un premier 
20 recuit a une temperature de 1 1 ordre de 500°C qui permet 
d'eliminer les coucties d'eau entre les structures 
assemblies et qui permet d'etablir des liaisons 
moleculaires entre les surfaces en contact. 

L'energie de liaison du - collage moleculaire 
25 obtenu a 500°C est de 1 ' ordre de 0,5J/m 2 . Une telle 
energie de liaison est suffisante, par exemple, pour 
relier une plaquette de silicium contenant des circuits 
integres a un substrat poignee ; elle est notamment 
suffisante pour 1" ensemble des traitements envisages 
30 pour la plaquette dans les equipements usuels de 
fabrication de dispositifs de microelect ronique . 

Lorsqu'on prolonge le traitement thermique ou 
lorsqu'on effectue un nouveau traitement thermique a 
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une temperature de l f ordre de 800°C, ou plus, des zones 
de decollement, indiquees avec la reference 130 sur les 
figures 8 et 9, apparaissent au niveau de 1 1 interface 
124 entre les structures 100 et 120 assemblies. 
5 La formation des zones de decollement est 

controlee par le budget thermique applique aux 
structures. En effet, le traitement thermique permet de 
faire diffuser l'hydrogene de la couche 106 implantee 
dans la structure 100 vers 1' interface 124 de collage. 

10 (Par 1' intermediaire de l'oxyde s'il est present). 
L'hydrogene qui diffuse est piege au niveau de 
1' interface 124, s'y accumule et peut y evoluer sous 
forme gazeuse. Ainsi, 1 1 accumulation de l'hydrogene a 
l 1 interface 124 permet de contrecarrer, au moins en 

15 partie, les forces de collage. Sur les figures 8 et 9 
la diffusion de l'hydrogene vers l 1 interface 124 de 
collage est indiquee par des f leches 132. 

Selon 1 ' importance du budget thermique mis en 
oeuvre, les zones de decollement 130 peuvent etre 

20 locales (figure 8) ou s'etendre sur l 1 ensemble de la 
surface de 1 ' interface (figure 9). 

Le budget thermique necessaire a l'obtention du 
decollement complet depend de la quantite de 1' element 
susceptible de migrer present dans le materiau d'au 

25 moins l ! une des structures. Dans le present exemple, le 
budget thermique est par consequent lie a la dose 
d 1 implantation de l'hydrogene. A titre d' exemple pour 
une dose de 3.16 s cm 3 le budget peut etre de 900°C -30 
min . 

30 La figure 10 indique un autre exemple de mise 

en oeuvre de 1' invention. Elle represente en coupe un 
assemblage d 1 une premiere structure 200 et d'une 
deuxieme structure 220 qui sont collees par un collage 
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moleculaire tel que decrit precedemment . La reference 
224 designe 1' interface de collage entre les surfaces 
des structures assemblies . 

La premiere structure comporte pour l'essentiel 
une plaque de silicium 202 a la surface de laquelle on 
a forme une couche 206 d'oxyde. L ' oxyde de la couche 
206 est depose par une technique de depot par voie 
chimique en phase vapeur, assistee par plasma (Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition) . Un tel oxyde a la 
particularity de contenir des molecules OH susceptibles 
de diffuser. 

Un premier traitement thermique, effectue a une 
temperature inferieure ou egale a environ 500°C permet 
d'augmenter l'energie du collage moleculaire. 

Lorsque le traitement thermique est poursuivi 
ou repris a des temperatures superieures a 500°C 
environ, les groupes OH contenus dans la couche d'oxyde 
206 diffusent et migrent, notamment vers l 1 interface 
224 ou ils sont pieges. La diffusion des groupes OH 
vers 1* interface est indiquee avec des f leches 232. 

A 1 ! interface 224, les molecules OH evoluent 
sous forme gazeuse et se concentrent au niveau de 
1' interface de collage. Ce phenomene entraine la 
formation de bulles et induit une f ragilisat ion de 
1' interface de collage. 

Sous I'effet d'une pression generee par le gaz, 
une zone decollee 230, representee a la figure 11, se 
propage jusqu'au decollement • complet des deux 
structures 200 et 220. La separation des structures 
peut etre facility par l'exercice de forces mecaniques 
de separation exterieures. Ces forces sont representees 
par des f leches 240, 241 sur la figure 11. Les forces 
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sont des forces de traction 240 et/ou des forces* de 
cisaillement 241. 

II apparait ainsi que le procede de 1" invention 
peut etre notamment mis a profit pour le collage 
5 moleculaire de plaquettes de circuits integres, sans 
ajout de matiere, tout en autorisant une reversibilite 
du collage. 

Par ailleurs, 1' invention s' applique a tout 
type de structure tel que defini precedemment . II 

10 convient de preciser que 1' invention ne concerne pas 
uniquement des structures comportant du silicium mais 
aussi d'autres structures semi-conduct rices (Si, SiC 
A s G a -.--)/ des structures isolantes (verre, quartz...) 
ou meme des structures conductrices (alliages 

15 metalliques. . . ) . 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de traitement pour le collage de 
deux structures (100, 120, 200, 220), par adhesion 
moleculaire, selon une interface de collage (124, 224), 
5 et le decollage desdites deux structures selon ladite 
interface de collage, caracterise en ce que : 

— on utilise pour le collage au moins une structure 
(100, 200) contenant au moins un element susceptible 
de diffuser dans ladite structure vers l 1 interface de 

10 collage, 

— on effectue, pour le decollage, un traitement 
thermique avec un budget thermique suffisant pour 
faire diffuser ledit element vers 1 ! interface de 
collage (124, 224), pour la fragiliser. 

15 2. Procede selon la revendication 1, dans 

lequel avant le collage on effectue une implantation 
d'hydrogene dans au moins 1 1 une des structures (100), 
l'hydrogene formant ledit element susceptible de 
diffuser dans la structure. 

20 3. Procede selon la revendication 2, dans 

, lequel 1 1 implantation est effectuee dans du silicium 
avec une dose comprise entre 10 16 et 5.10 16 et une 
energie comprise entre 20 et 500 KeV. 

4. Procede selon la revendication 1, dans 

25 lequel on utilise au moins une structure (200) 
comprenant une couche super ficielle (206) d'oxyde 
formee par un depot chimique en phase vapeur assiste 
par plasma et contenant des molecules OH, lesdites 
molecules OH formant 1' element susceptible de diffuser. 

30 5. Procede selon la revendication 3, dans 

lequel le traitement thermique est effectue a une 
temperature comprise entre 600 et 1350°C. 
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6. Procede selon la revendicat ion 1, dans 
lequel le traitement therrnique est effectue en exposant 
les structures collees au rayonnement de lampes de 
chauf f age . 

7. Procede selon la revendicat ion 1, dans 
lequel le traitement therrnique est realise dans un 
four . 

8. Procede selon la revendication 1 dans lequel 
au moins une des structures est une structure 
multicouche . 

9. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel avant le collage on prepare la surface d'au 
moins une des structures pour y pratiquer un relief. 

10. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel, lors du decollage on exerce en outre sur les 
structures des forces exterieures (240, 241) de 
separation . 
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